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S-93C86B 是高速、低消耗电流和宽工作电压范围的 3 线串行 E2PROM。容量为 16 K 位，构成为 1024 字 × 16 位。可以连

续读出，这时的地址会按每 16 位自动地增量。 
通讯方式为 Microwire 方式。 

 
■ 特点 

• 工作电压范围 读出 :  1.8 V ~ 5.5 V 
 写入 :  2.7 V ~ 5.5 V 
• 工作频率 : 2.0 MHz (VCC = 4.5 V ~ 5.5 V) 
• 写入时间 : 4.0 ms (最大值) 
• 可连续读出 
• 电源电压低时写入禁止功能 
• 指令误识别时写入防止功能 
• 重写次数 : 106

次 / 字*1 (Ta = +85°C 时) 
• 数据保存期 : 100 年 (Ta = +25°C 时) 
 20 年 (Ta = +85°C 时) 
• 存储器容量 : 16 K 位 
• 首次出厂数据 : FFFFh 
• 无铅、Sn 100%、无卤素

*2 
 

*1. 每个地址 (字 : 16 位) 
*2. 详情请参阅 “  产品型号的构成”。 

 
 
■ 封装 

• 8-Pin SOP (JEDEC) 
• 8-Pin TSSOP 

 
 
注意 本产品是为了使用于家电设备、办公设备、通信设备等普通的电子设备上而设计的。考虑使用在汽车车载设备 (包

括车载音响、无匙车锁、发动机控制等) 和医疗设备用途上的客户，请务必事先与本公司的营业部门商谈。 
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■ 引脚排列图 
1.  8 Pin-SOP (JEDEC) 
 

8-Pin SOP (JEDEC) 
Top view 

表1 

引脚号 符号 描述 
1 CS 芯片选择输入 
2 SK 串行时钟输入 
3 DI 串行数据输入 
4 DO 串行数据输出 
5 GND 接地 
6 TEST*1 测试 
7 NC 无连接 
8 VCC 电源 

*1. 请与GND或VCC相连接。 
处于开路状态时，只要不超过最大额定值，在实际应用上不会有什

么问题。 
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图1 

 

S-93C86BD4I-J8T1x 
 

 

 
2.  8 Pin TSSOP 

 
 
 

8-Pin TSSOP 
Top view 

表2 

引脚号 符号 描述 
1 CS 芯片选择输入 
2 SK 串行时钟输入 
3 DI 串行数据输入 
4 DO 串行数据输出 
5 GND 接地 
6 TEST*1 测试 
7 NC 无连接 
8 VCC 电源 

*1. 请与GND或VCC相连接。 
处于开路状态时，只要不超过最大额定值，在实际应用上不会有什

么问题。 
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图2 

 

S-93C86BD4I-T8T1x 
 

 
 

备注 1. 有关形状请参阅 “外形尺寸图”。 
 2. x: G 或 U 
 3. 用户需要 Sn 100%、无卤素产品时，请选择环保标记为 “U” 的产品。 
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■ 框图 
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逻辑 
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图3 
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■ 指令组 
 

表3 

指令 开始位 操作码 地址 数据 
SK输入时钟 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ 29 

READ (数据读出) 1 1 0 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D15 ~ D0 输出
*1

WRITE (数据写入) 1 0 1 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D15 ~ D0 输入

ERASE (数据删除) 1 1 1 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0  
WRAL (全部写入) 1 0 0 0 1 x x x x x x x x D15 ~ D0 输入

ERAL (全部删除) 1 0 0 1 0 x x x x x x x x  
EWEN (允许写入) 1 0 0 1 1 x x x x x x x x  
EWDS (禁止写入) 1 0 0 0 0 x x x x x x x x  

*1. 指定地址的 16 位数据被输出之后，接着下一个地址的数据被输出。 
 
备注 x：任意 
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■ 绝对最大额定值 
表4 

项目 符号 额定值 单位 
电源电压 VCC −0.3 ~ +7.0 V 
输入电压 VIN −0.3 ~ VCC + 0.3 V 
输出电压 VOUT −0.3 ~ VCC V 
工作环境温度 Topr −40 ~ +105 °C 
保存温度 Tstg −65 ~ +150 °C 
注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能

造成产品劣化等物理性损伤。 
 
■ 推荐工作条件 

表5 

Ta = −40°C ~ +85°C 
项目 符号 条件 

最小值 最大值 
单位

READ, EWDS 1.8 5.5 V 
电源电压 VCC WRITE, ERASE,  

WRAL, ERAL, EWEN 
2.7 5.5 V 

VCC = 4.5 V~ 5.5 V 2.0 VCC V 
VCC = 2.7 V~ 4.5 V 0.8 × VCC VCC V 高电位输入电压 VIH 
VCC = 1.8 V~ 2.7 V 0.8 × VCC VCC V 
VCC = 4.5 V~ 5.5 V 0.0 0.8 V 
VCC = 2.7 V~ 4.5 V 0.0 0.2 × VCC V 低电位输入电压 VIL 
VCC = 1.8 V~ 2.7 V 0.0 0.15 × VCC V 

 
■ 端子容量 

表6 

(Ta = +25°C, f = 1.0 MHz, VCC = 5.0 V) 
项目 符号 条件 最小值 最大值 单位 

输入容量 CIN VIN = 0 V  8 pF 
输出容量 COUT VOUT = 0 V  10 pF 

 
 
■ 重写次数 

表7 

项目 符号 工作环境温度 最小值 最大值 单位 
重写次数 NW Ta = −40°C ~ +85°C 106  次 / 字*1

*1. 每个地址 (字 : 16 位) 
 

■ 数据保存期 
表8 

项目 符号 工作环境温度 最小值 最大值 单位 
Ta = +25°C 100  年 

数据保存期  
Ta = −40°C ~ +85°C 20  年 
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■ DC电气特性 
 

表9 

Ta = −40°C ~ +85°C 
VCC = 4.5 V ~ 5.5 V VCC = 2.5 V ~ 4.5 V VCC = 1.8 V ~ 2.5 V 项目 符号 条件 
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 

单位

读出时消耗电流 ICC1 DO无负载  0.8  0.5  0.4 mA 
 
 

表10 

Ta = −40°C ~ +85°C 
VCC = 4.5 V~ 5.5 V VCC = 2.7 V ~ 4.5 V 项目 符号 条件 

最小值 最大值 最小值 最大值 
单位

写入时消耗电流 ICC2 DO无负载  2.0  1.5 mA 
 
 

表11 

Ta = −40°C ~ +85°C 
VCC =  

4.5 V ~ 5.5 V
VCC =  

2.5 V ~ 4.5 V 
VCC =  

1.8 V ~ 2.5 V
项目 符号 条件 

最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值

单位

待机时消耗电流 ISB 
CS = GND, DO = 开 

其他的输入至VCC或GND  1.5  1.5  1.5 µA

输入泄漏电流 ILI VIN = GND ~ VCC  1.0  1.0  1.0 µA
输出泄漏电流 ILO VOUT = GND ~ VCC  1.0  1.0  1.0 µA

IOL = 2.1 mA  0.4     V
低电位输出电压 VOL IOL = 100 µA  0.1  0.1  0.1 V

IOH = −400 µA 2.4      V
IOH = −100 µA VCC − 0.3  VCC − 0.3    V高电位输出电压 VOH 
IOH = −10 µA VCC − 0.2  VCC − 0.2  VCC − 0.2  V

写入有效闩锁 
数据保持电压 VDH 只限于禁止写入状态 1.5  1.5  1.5  V

 

 



 3线串行E2PROM
Rev.5.0_00 S-93C86B

 

精工电子有限公司 7

■ AC电气特性 
 

表12 测量条件 

输入脉冲电压 0.1 × VCC ~ 0.9 × VCC 
输出判定电压 0.5 × VCC 
输出负载 100 pF 

 
 

表13 

Ta = −40°C ~ +85°C 
VCC = 4.5 V ~ 5.5 V VCC = 2.5 V ~ 4.5 V VCC = 1.8 V ~ 2.5 V 项目 符号 

最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 

单位 

CS设置时间 tCSS 0.2  0.4  1.0  µs 
CS保持时间 tCSH 0  0  0  µs 
CS不选择时间 tCDS 0.2  0.2  0.4  µs 
数据设置时间 tDS 0.1  0.2  0.4  µs 
数据保持时间 tDH 0.1  0.2  0.4  µs 
输出延迟时间 tPD  0.4  0.8  2.0 µs 
时钟频率

*1 fSK 0 2.0 0 0.5 0 0.25 MHz 
SK时钟 “L” 时间

*1 tSKL 0.1  0.5  1.0  µs 
SK时钟 “H” 时间

*1 tSKH 0.1  0.5  1.0  µs 
输出无效时间 tHZ1, tHZ2 0 0.15 0 0.5 0 1.0 µs 
输出有效时间 tSV 0 0.15 0 0.5 0 1.0 µs 
*1. SK 时钟 (频率 fSK) 的时钟周期为 1 / fSK µs。这个时钟周期是由几个 AC 特性的组合而决定的。因此，即使

SK 时钟周期时间在为最小的情况下，也不能使时钟周期 (1 / fSK) = tSKL (最小值) + tSKH (最小值)，务请注意。 
 
 

表14 

Ta = −40°C ~ +85°C 
VCC = 2.7 V ~ 5.5 V 项目 符号 

最小值 典型值 最大值 
单位 

写入时间 tPR  2.0 4.0 ms 
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tSKH 

tCDS tCSS 

CS 

有效数据 DI 

tSKL

SK 

tSV 

tHZ2 

tCSH

tHZ1 

tPD tPD 

tDS tDH tDS tDH 

High-Z High-Z

High-Z
DO 

DO 

(读出时) 

(奇偶校验时) 

High-Z*1 

有效数据 

1 / fSK
*2

 

 

*1. 表示为高阻抗。 
*2. 1 / fSK是 SK 时钟周期。这个时钟周期是由几个 AC 特性的组合而决定的。因此，即使 SK 时钟周期时间在最小的情况

下，也不能使时钟周期 (1 / fSK) = tSKL (最小值) + tSKH (最小值)，务请注意。 
 

图4 时序图 
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■ 首次出厂数据 

所有地址的首次出厂数据均为 “FFFFh”。 

 
■ 工作说明 

全部的指令在 CS 输入 “H” 之后，与 SK 脉冲的上升同期后，通过存取 DI 输入而被执行。指令组按开始位、各种指令 (指
令码)、地址、数据的順序输入。 
指令输入通过在 CS 输入 “L” 而结束。在指令与指令的之间，请务必在 tCDS的期间内在 CS 输入 “L”。在 CS 输入 “L” 的
时候，S-93C86B 处于准备状态，SK 及 DI 的输入均为无效，不接受任何的指令。 

 
 
■ 开始位 

开始位在 CS 输入 “H” 之后，在 SK 的上升时通过在 DI 端子输入 “H” 而被识别。因此，在 CS 输入 “H” 之后，只要

DI 端子输入为 “L”，即使输入了 SK 脉冲也不被识别为开始位。 
 

1. 模拟时钟 

在存取开始位之前，在DI端子输入 “L” 的状态下所输入的SK时钟称为模拟时钟。模拟时钟可以发挥作用，使从CPU
送来的指令组数 (时钟数) 与串行存储器工作所必要的指令组数 (时钟数) 为相同值。比如，CPU的指令组为16位
单位的情况下，S-93C86B通过插入3位份的模拟时钟，既可取得与指令组相同的时钟数。 

 
2. 开始位的存取故障 

• 在写入工作后的奇偶校验期间中，DO端子的输出状态为 “H” 的情况下，SK的上升时在DI端子输入 “H”，会造成

S-93C86B误认为开始位的输入。为了防止这样的故障，在奇偶校验工作期间中，请在DI端子输入 “L” (参阅 “4.1 
奇偶校验工作”)。 

 
• 连接DI输入端子和DO输出端子构成3线式接口的情况下，从CPU的数据输出和从串行存储器IC的数据输出之间会

有发生冲突的期间，有可能发生不能正常存取开始位的故障。请按照 “■ 3线式接口 (DI－DO直接连接)” 所记载

的进行对策。 
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3. 读出 (READ) 

READ指令读出指定地址的数据。 
在CS输入 “H” 之后，按开始位、READ指令、地址的順序输入指令。最后输入地址 (A0) 被锁闭后，到下一个SK
的上升为止的期间，DO端子的输出状态从高阻抗 (High-Z) 状态转化为 “L”。与下一个SK的上升同期后开始16位的

数据输出。 
 

3. 1 连续读出 

在输出指定地址的16位长的数据之后，当CS为 “H” 的状态而连续地输入SK，地址会自动地增量，按順序输

出下一个的地址的16位长的数据。利用这样的方法，可以读出全部的存储器空间的数据。最后地址 
(A9・ ・ ・ ・ A1  A0 = 1・ ・ ・ ・ 1  1) 被增量后，成为最初地址 (A9・ ・ ・ ・ A1  A0 = 0・ ・ ・ ・ 0  0)。 

 

SK 

D13 D15 0 D14 D14 D13 D0 D1 D2 D15 D14 D0 D1 D2 D13 D15 

43 42 45 46 44 30 29 28 27 26 

A5 A6 A7 A2 A3 A4 DI 

13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 

CS 

DO 

A8 

47 31 14 

High-Z

ADRINC 

High-Z 

0 1 <1> 

ADRINC 

A9 A0 A1 

15 16 

 

图5 读出定时 
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4. 写入 (WRITE，ERASE，WRAL，ERAL) 

写入工作有数据写入 (WRITE)、数据删除 (ERASE)、全部写入 (WRAL) 和全部删除 (ERAL) 的4种类。 
写入指令 (WRITE，ERASE，WRAL，ERAL) 在输入所定的时钟之后，通过在CS输入 “L”，开始存储器单元的写

入工作。在写入期间中因为SK，DI输入均为无效，请不要输入指令。 
指令的输入请在DO端子的输出状态为 “H” 或是高阻抗 (High-Z) 状态的情况下进行。 
写入工作只在程序有效模式时有效 (参阅 “5. 写入允许 (EWEN) / 写入禁止 (EWDS)”)。 

 
4. 1 奇偶校验工作 

任何的写入指令，写入工作均要在 4 ms 以内 (写入时间 tPR) 结束，标准的在 2 ms 程度以内结束，只要知道

写入工作的结束，就可以使写入周期为最小。确认写入工作状态的一连串工作称为奇偶校验工作。 
 

4. 1. 1  操作方法 

开始写入工作之后 (CS= “L”)，再在 CS 输入 “H” 观察 DO 输出端子的状态就可以知道写入工作的状态。

这一连串的工作称为奇偶校验工作，写入工作开始后，在 CS 输入 “H” 的期间称为奇偶校验工作期间。 
在奇偶校验工作期间中的 DO 端子的输出状态和写入工作的关系如下所示。 
 • DO 端子 = “L” : 写入工作中 (busy) 
 • DO 端子 = “H” : 写入工作结束 (ready) 

 
4. 1. 2 操作事例 

奇偶校验工作有利用保持 CS 为 “H” 等待 DO 端子的输出状态的变化的方法，和一旦结束奇偶校验工作 
(CS = “L”)，再一次为了确认 DO 端子的输出状态而执行奇偶校验工作的方法。利用这样的方法，在 CPU
的等待时间时可以进行其他的处理，有效地进行系统设计。 

注意 1. 在奇偶校验工作期间中，请不要在 DI 端子输入 “L”。 
2. DO 端子的输出状态为 “H” 的情况下，在 SK 的上升时在 DI 端子输入 “H”，会导致 S-93C86B 认

识为开始位的输入而存取指令。另外在此时，DO 端子会马上变为高阻抗 (High-Z) 状态，务请注

意。 
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4. 2 数据写入 (WRITE) 

在指定的地址写入 16 位长的数据，设置 CS 为 “H”，然后在开始位之后输入 WRITE 指令、地址和 16 位的数

据。通过 CS 下降到 “L”，开始写入工作。在数据写入之前，没有必要把数据设置为 “1”。要输入规定数以上

的时钟的情况下，由时钟脉冲计数器电路取消 WRITE 指令。 
有关时钟脉冲计数器电路，请参阅 “■ 指令误识别的写入防止功能”。 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 1 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 

CS 

SK 

DI 

DO 
High-Z 

ready busy 

tPR 

tSV 

tCDS 

2914

D0 

High-

奇偶校验 
待机

tHZ1

12 13

A1 A0 D15 A9 

 

图6 数据写入定时 

 

4. 3 数据删除 (ERASE) 

删除指定地址的 16 位长的数据时，全部 16 位的数据均设为 “1”。在设置 CS 为 “H” 之后，在开始位之后输

入 ERASE 指令和地址。没有必要输入数据。通过 CS 下降到 “L”，开始删除工作。要输入规定数以上的时钟

的情况下，由时钟脉冲计数器电路取消 ERASE 指令。 
有关时钟脉冲计数器电路，请参阅 “■ 指令误识别的写入防止功能”。 

 

SK 

DI  A8 A7 A6 A5 A4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CS 

DO 
High-Z

1 1 

ready 

tCDS 

tSV 

High-Z

tHZ1 

tPR 

A1 A0 

12 13

busy 

奇偶校验 
待机

A3 A2 

10 11

A9 

 

图7 数据删除定时 
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4. 4 全部写入 (WRAL) 

在存储器的全部地址空间写入 16 位长的同一数据，CS 设置为 “H” 之后，在开始位之后输入 WRAL 指令、

地址和 16 位的数据。地址为任意的。通过 CS 下降到 “L”，开始写入工作。在数据写入之前，没有必要把数

据设置为 “1”。要输入规定数以上的时钟的情况下，由时钟脉冲计数器电路取消 WRAL 指令。 
有关时钟脉冲计数器电路，请参阅 “■ 指令误识别的写入防止功能”。 
 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 101 SK 

DI 

CS 

DO 
High-Z 

 0 0 0 1 
8Xs 

奇偶校验 

tCDS 

tSV tHZ1

High-
Z

tPR 

busy 

待机

13 14 29

D0 

ready 

D15 

11 12

 

图8 全部写入定时 

 
4. 5 全部删除 (ERAL) 

删除存储器的全部地址空间的数据。 
数据全部变为 “1”。在设置 CS 为 “H” 之后，在开始位之后输入 ERAL 指令和地址。地址为任意的。没有必

要输入数据。通过 CS 下降到 “L”，开始全部删除工作。要输入规定数以上的时钟的情况下，由时钟脉冲计数

器电路取消 ERAL 指令。 
有关时钟脉冲计数器电路，请参阅 “■ 指令误识别的写入防止功能”。 
 

 

7 6 5 43 2 1 98

CS 

SK 

DI 

DO 
8Xs

0 1 0  0 

tCDS 

tSV

ready busy 
tHZ1 

High-Z
tPR 

13

待机 
奇偶校验 

121110

High-Z

 

图9 全部删除定时 
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5. 允许写入 (EWEN) / 禁止写入 (EWDS) 

EWEN指令是允许写入工作的指令。写入工作被允许的状态称为程序有效模式。 
EWDS指令是禁止写入工作的指令。写入工作被禁止的状态称为程序无效模式。 
在CS输入 “H” 之后，按开始位、EWEN指令或者按EWDS指令、地址 (任意) 的順序输入指令。各模式的状态在最

后地址 (任意) 的输入之后，通过在CS输入 “L” 而变为有效。 
 

 

DI 

SK 65 4 32 1 987

CS 

8Xs11 = EWEN 
00 = EWDS 

0  0

13 12

待机 

1110

 

图10 允许或禁止写入定时 

 
5. 1  推荐使用写入工作禁止指令 

在写入以外的情况下或电源投入之后，因在电源 OFF 之前也执行写入工作禁止指令，故推荐在识别误写入

指令的情况下也不执行写入工作的设计。 
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■ 低电源电压时禁止写入功能 
S-93C86B 内置了检测低电源电压及禁止写入功能的电压检测器，在电源电压低下时及电源投入时取消写入指令 
(WRITE，ERASE，WRAL，ERAL)，同时自动地转变为禁止写入状态 (EWDS)。检测电压为 1.75 V (典型值)，解除电

压为 2.05 V (典型值)，大约保持 0.3 V 的滞后电压 (参阅图 11)。 
因此，当写入操作在电源电压降低，然后又升到可能再进行写入工作的情况下，送出写入指令 (WRITE，ERASE，WRAL，
ERAL) 之前务必要送出写入允许指令 (EWEN)。 
另外，在写入工作中，电源电压低下的情况下，不保证正在写入某地址的数据。 
 

解除电压 (+VDET) 
2.05 V (典型值) 

电源电压 

滞后电压 

约0.3 V 

检测电压 (−VDET) 
1.75 V (典型值) 

取消写入指令 

自动设置为禁止写入状态 (EWDS)  

图11 低电源电压时的工作 
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■ 指令误识别时防止写入功能 
S-93C86B 内置了时钟脉冲计数器电路，可以取消由噪声脉冲施加和时钟的双重计数等时钟的误计数所引起的被误识别

的写入指令 (WRITE，ERASE，WRAL，ERAL)，防止误写入。 
在不满足各自的写入指令 (WRITE，ERASE，WRAL，ERAL) 所規定的时钟脉冲数，或检测出规定数以上的时钟脉冲

的情况下，会取消指令。 
 

【例】程序无效指令 (EWDS) 被误识别为删除指令 (ERASE) 的情况下 

被输入的 EWDS 指令 

在噪声脉冲中 

ERASE 指令与误识别 
 

噪声脉冲 S-93C86B 的例子 

没有内置时钟脉冲计数器的产品，会在地址 00h 处误写入 “FFFF”，但是 S-93C86B 的产品

可以检测为超值计数，可以在不进行写入工作的情况下取消指令。 
 

CS 

SK 

DI 

1 3 4 5 6 72

1 0 0 0 0 00 

1 0 0 0 0 00 

10 11 

0 0 

0 0 1 01 

8 9

0 0

0 0

12 13 

0 

0 

0 

0 

 

图12 时钟脉冲计数器的工作事例 
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■ 3线式接口 (DI－DO直接连接) 
构成串行接口方法有，利用各自的 CS，SK，DI，DO 成为 4 线式接口方式和连接 DI 输入端子－DO 输出端子构成 3 线

式接口方式。 
采用 3 线式接口的情况下，从 CPU 的数据输出和从串行存储器 IC 的数据输出会有发生冲突的期间，有可能导致错误工

作的发生。 
为了防止这样的错误工作，使从 CPU 输出的数据可以优先地输入到 DI 端子，请在 S-93C86B 的 DI 端子和 DO 端子之

间通过插入电阻 (10 kΩ ~ 100 kΩ之间的电阻) 而进行连接 (参阅图 13)。 

 
CPU S-93C86B

R: 10 kΩ ~ 100 kΩ 

DI

DO

SIO 

 

图13 3线式接口的连接法 

 
 
 

■ 有关输入输出端子 
 
1. 有关输入端子的连接 

S-93C86B的输入端子全部为CMOS构造，所以S-93C86B工作时请设计为不能输入高阻抗。特别是 “电源ON / OFF
时” 和 “工作待机时”，请设置CS输入为非选择状态 “L”。数据的误写入在CS端子为非选择状态 “L” 时不会发生。

CS端子请通过连接电阻 (10 kΩ ~ 100 kΩ为止的下拉电阻) 与GND相连接。 
为了更确实地防止误工作，推荐在CS端子以外的端子也连接同样的下拉电阻。 

 
2. 输入、输出端子等效电路 

表示S-93C86B的输入端子的等效电路。因为在各个输入端子没有内置上拉及下拉元件，故要防止成为浮动状态，

在设计之时请要十分的注意。 
输出端子为高电位、低电位、高阻抗的三状态输出。 
TEST端子在一般的工作时，通过开关用晶体管与内部电路相隔离。 
只要是使用在绝对最大额定值的规格内，TEST端子不会与内部电路相连接。 
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2. 1 输入端子 

 

CS 

 

图14 CS端子 

 

 
SK、DI 

 

图15 SK、DI端子 

 

 
TEST 

 

图16 TEST端子 
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2. 2 输出端子 

 

DO

VCC

 

图17 DO端子 

 
3．有关输入端子噪声除去时间 

S-93C86B内置了低通滤波器，以减低SK端子、DI端子和CS端子的噪声。通过此电路，电源电压5.0 V的情况下 (室
温情况下)，可以除去在脉冲幅度为20 ns以下的噪声。 
但是，在脉冲幅度比20 ns更长，且电压超过VIH / VIL的情况下，因为不能除去噪声，会被识别为脉冲，务请注意。 
 

 
■ 注意事项 

 
• 本 IC 虽内置了防静电保护电路，但请不要对 IC 施加超过保护电路性能的过大静电。 
 
• 使用本公司的 IC 生产产品时，如在其产品中对该 IC 的使用方法或产品的规格，或因与所进口国对包括本 IC 产

品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。 
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■ 各种特性数据 (典型数据) 
 

1. DC特性 

1. 1 读出时消耗电流ICC1―周围温度Ta 1. 2 读出时消耗电流ICC1―周围温度Ta 

 

-40 0 85 

0.2 

0.4 

0 

ICC1 
(mA) 

Ta (°C) 

VCC=5.5 V 
fSK=2 MHz 
DATA=0101

 

 

-40 0 85 

0.2 

0.4 

0 

ICC1 
(mA)

Ta (°C) 

VCC=3.3 V
fSK=500 kHz 
DATA=0101 

 

 

1. 3 读出时消耗电流ICC1―周围温度Ta 1. 4 读出时消耗电流ICC1―电源电压VCC 

 

-40 0 85 

0.2 

0.4 

0 

ICC1 
(mA) 

Ta (°C) 

VCC=1.8 V 
fSK=500 kHz 
DATA=0101 

 

 

2 3 4 5 6 7 
VCC (V) 

0.2 

0.4 

0 

ICC1 
(mA)

1 MHz

500 kHz

Ta=25°C
fSK=1 MHz, 500 kHz 
DATA=0101 

 

 

1. 5 读出时消耗电流ICC1―电源电压VCC 1. 6 读出时消耗电流ICC1―时钟频率fSK 

 

2 3 4 5 6 7 
VCC (V) 

0.2 

0.4 

0 

ICC1 
(mA) 

Ta=25°C 
fSK=100 kHz, 10 kHz 
DATA=0101 

100 kHz 

10 kHz 

 

 

1 k 
fSK (Hz) 

100 k 10 M 

0.2 

0.4 

0 

ICC1 
(mA)

10 

VCC=5.5 V
Ta=25°C 
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1. 7 程序分析时消耗电流ICC2―周围温度Ta 1. 8 程序分析时消耗电流ICC2―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

1.0 

0.5 

VCC=5.5 V

0 -40 0 85 

ICC2 
(mA) 

 

 

Ta (°C) 

1.0

0.5

VCC=3.3 V

0 -40 0 85 

ICC2
(mA)

 

 

1. 9 程序分析时消耗电流ICC2―周围温度Ta 1. 10 程序分析时消耗电流ICC2―电源电压VCC 

 

Ta (°C) 

1.0 

0.5 

VCC=2.7 V

0 
-40 0 85 

ICC2 
(mA) 

 

 

1.0

0.5

0
2 3 4 5 6 7 

Ta=25°C

VCC (V) 

ICC2
(mA)

 

 

1. 11 待机时消耗电流ISB―周围温度Ta 1. 12 待机时消耗电流ISB―电源电压VCC 

 

Ta (°C) 

1.0 

0.5 

VCC=5.5 V
CS=GND 

0 
-40 0 85 

ISB 
(µA) 

 

 

ISB
(µA)

1.0

0.5

0
2 3 4 5 6 7 

Ta=25°C
CS=GND 

VCC (V) 
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1. 13 输入泄漏电流ILI―周围温度Ta 1. 14 输入泄漏电流ILI―周围温度Ta 

 

1.0 

0.5 

VCC=5.5 V
CS, SK, DI,  
TEST=0 V

0 
-40 0 85 

lLI 
(µA) 

Ta (°C)  

 

Ta (°C) 

1.0

0.5

0
-40 0 85

lLI
(µA)

VCC=5.5 V
CS, SK, DI, 
TEST=5.5 V

 

 

1. 15 输出泄漏电流ILO―周围温度Ta 1. 16 输出泄漏电流ILO―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

1.0 

0.5 

VCC=5.5 V
DO=0 V 

0 
-40 0 85 

lLO 
(µA) 

 

 

Ta (°C) 

1.0

0.5

VCC=5.5 V
DO=5.5 V 

0
-40 0 85 

lLO
(µA)

 

 

1. 17 高电位输出电压VOH―周围温度Ta 1. 18 高电位输出电压VOH―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

4.6 

4.4 

VCC=4.5 V
IOH=-400 µA 

-40 0 85 

VOH 
(V) 

4.2 

 

 

Ta (°C) 

2.8

2.6

VCC=2.7 V
IOH=-100 µA

-40 0 85 

VOH
(V) 

2.4
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1. 19 高电位输出电压VOH―周围温度Ta 1. 20 低电位输出电压VOL―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

1.9 

1.8 

VCC=1.8 V
IOH=-10 µA 

-40 0 85 

VOH 
(V) 

1.7 

 

 

Ta (°C) 

0.3

0.2

VCC=4.5 V
IOL=2.1 mA 

-40 0 85 

VOL
(V) 

0.1

 

 

1. 21 低电位输出电压VOL―周围温度Ta 1. 22 高电位输出电流IOH―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

0.03 

0.02 

VCC=1.8 V
IOL=100 µA 

-40 0 85 

VOL 
(V) 

0.01 

 

 

Ta (°C) 

-20.0

-10.0

0
-40 0 85 

IOH
(mA)

VCC=4.5 V
VOH=2.4 V 

 

 

1. 23 高电位输出电流IOH―周围温度Ta 1. 24 高电位输出电流IOH―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

-2 

-1 

VCC=2.7 V
VOH=2.4 V 

0 
-40 0 85 

IOH 

(mA) 

 

 

Ta (°C) 

-2

-1

VCC=1.8 V
VOH=1.6 V 

0
-40 0 85 

IOH 

(mA)
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1. 25 低电位输出电流IOL―周围温度Ta 1. 26 低电位输出电流IOL―周围温度Ta 

 

Ta ( ° C) 

20 

10 

V CC =4.5 V 
V OL =0.4 V 

0 
-40 0 85 

I OL 
(mA) 

 

 

Ta (°C)

1.0

0.5

VCC=1.8 V
VOL=0.1 V

0
-40 0 85

IOL
(mA)

 

 

1. 27 输入反转电压VINV―电源电压VCC 1. 28 输入反转电压VINV―周围温度Ta 

 

1.2 

0.6 

0 
2 3 4 5 6 

Ta=25°C 
CS, SK, DI 

VCC (V) 

VINV 
(V) 

7 

 

 

Ta (°C)

2.0

1.0

VCC=5.5 V
CS, SK, DI

0
-40 0 85

VINV
(V) 

 

 

1. 29 低电源检测电压–VDET―周围温度Ta 1. 30 低电源解除电压+VDET―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

2.0 

1.0 

0 
-40 0 85 

-VDET 
(V) 

 

 

Ta (°C) 

2.0

1.0

0
-40 0 85

+VDET
(V) 
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2.  AC特性 

2. 1 最大工作频率fMAX.―电源电压VCC 2. 2 写入时间tPR―电源电压VCC 

 

10k 

2 3 4 5 

Ta=25°C 

VCC (V) 

fMAX． 
(Hz) 

1 

100k 

1M 

6 

10M 

 

 

4

2

2 3 4 5 6 7 

Ta=25°C

VCC (V) 

tPR
(ms)

1

 

 

2. 3 写入时间tPR―周围温度Ta 2. 4 写入时间tPR―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

6 

4 

VCC=5.5 V

-40 0 85 

2 

tPR 
(ms) 

 

 

Ta (°C) 

6

4

VCC=3.3 V

-40 0 85

2

tPR
(ms)

 

 

2. 5 写入时间tPR―周围温度Ta 2. 6 数据输出延迟时间tPD―周围温度Ta 

 

Ta (°C) 

6 

4 

VCC=2.7 V

-40 0 85 

2 

tPR 
(ms) 

 

 

Ta ( °C) 

0.3 

0.2 

-40 0 85 

0.1 

t PD 
( µs) 

VCC=4.5 V
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2. 7 数据输出延迟时间tPD―周围温度Ta 2. 8 数据输出延迟时间tPD―周围温度Ta 

 

Ta ( ° C) 

0.6 

0.4 

-40 0 85 

0.2 

t PD 
( µ s) 

VCC=2.7 V

 

 

Ta ( °C) 

1.5 

1.0 

-40 0 85 

0.5 

t PD 
( µs) 

VCC=1.8 V
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■ 产品型号的构成 
 

1.  产品名 
 

 S-93C86B  D4  I  -  xxxx  x 

封装简称和IC的捆包规格 
J8T1: 8-Pin SOP (JEDEC), 卷带产品 
T8T1: 8-Pin TSSOP, 卷带产品 
 

工作温度 
 I: −40°C ~ +85°C 
 
固定 
 
产品名 

S-93C86B: 16 K位 

环保标记 
 U: 无铅 (Sn 100%)、无卤素 
 G: 无铅 (详情请向本公司营业部咨询) 

 
 
 

 
2.  封装 
 

图面号码 
封装名 

封装图面 卷带图面 带卷图面 
环保标记 = G FJ008-A-P-SD FJ008-D-C-SD FJ008-D-R-SD 8-Pin SOP (JEDEC) 
环保标记 = U FJ008-A-P-SD FJ008-D-C-SD FJ008-D-R-S1 
环保标记 = G FT008-A-P-SD FT008-E-C-SD FT008-E-R-SD 

8-Pin TSSOP 
环保标记 = U FT008-A-P-SD FT008-E-C-SD FT008-E-R-S1 
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• 本资料内容，随着产品的改进，可能会有未经预告的更改。 

• 本资料所记载的设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用电路示例为产品的代

表性应用说明，并非保证批量生产的设计。 

•  本资料所记载产品，如属外汇交易及外国贸易法中规定的限制货物（或劳务）时，基于该法律规定，需得到日本国政府的

出口许可。 

• 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。 

•  本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空

器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。 

• 本公司致力于提高质量与信赖性，但是半导体产品有可能会有一定的概率产生故障或误工作。为防止因故障或误工作而产

生的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请注意冗长设计、火势蔓延对策设计、防止误工作设计等安全设计。 
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